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はじめに 

我々は，UHV高周波マグネトロンスパッタリング

法を用いて，Al2O3 基板上への GaN 系単結晶層

の成長を行っている． GaN は，六方晶系ウルツ

鉱型構造と立方晶系閃亜鉛鉱型構造の 2 種類を

結晶構造としてもつ．ウルツ鉱型構造が一般的に

安定相であり，デバイス材料として用いられている．

しかし，閃亜鉛鉱型構造は結晶の対称性が高く，

フォノン散乱が抑えられるので，移動度が大きいと

されている[1]．これまでスパッタリング法による GaN

層の成長において，比較的低温で閃亜鉛鉱型構

造が得られている．本研究では，閃亜鉛鉱型構

造をもつ GaN 層の成長に関する詳細について検

討を行った． 

実験方法 

GaN 層は，ターゲットに 3 インチ径 Ga（6-N）を

使用し，N2/Ar 混合ガスの N2 ガス混合比を変化

させて c 面 Al2O3 基板上に成長した．成長した

GaN 層は，表面形態を走査型電子顕微鏡（SEM）

により，結晶性を X 線回折（XRD）装置により評価

した． 

実験結果 

Fig.1 に，N2 ガス混合比を変化させて成長した

GaN 層の表面 SEM 像を示す． N2 ガス混合比

14 %では表面に Ga ドロップレットが存在している

が，N2 ガス混合比を増加させることで Ga ドロップ

レットは消失しているのが解る．N2 ガス混合比

20 %では表面に六角形状と三角形状のファセット

が現れている．三角形状のファセットは，立方晶

系 GaN の(111)面に相当していると考えられる．  

 

Fig.1 SEM images of sputter-grown GaN layers．  
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